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(54) 컬러액정표시장치 및 그 제조방법

요약

컬러액정표시장치의 제조방법에서는, 제1전도막이 투명절연기판 위에 형성되어 게이트전극 및 게이트버스선을 형
성한다(제1PR공정). 게이트절연막, 반도체층, 오옴층 및 제2전도막이 막형성되어 박막트랜지스터의 아일랜드와 드
레인버스선을 형성한다(제2PR공정). 그 후, 개개의 삼색 컬러필터들이 투명절연기판 위의 개개의 소정의 영역에 잇
달아 형성된다(제3 내지 제5PR공정들). 흑매트릭스가 형성되고, 흑매트릭스를 마스크로서 사용하여 채널영역에 해
당하는 영역의 제2전도막 및 오음층을 제거함으로써, 드레인전극 및 소스전극이 아일랜드에 형성된다(제6PR공정).
그 후, 평탄화막 및 화소전극이 형성된다(제7 및 제8PR공정들).

대표도

도 5

색인어
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포토리소그라피(PR)공정, PR공정수 감소, 역스태거형 구조

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 기존의 COT기판의 일 예가 되는 구성을 보여주는 단면도,

도 2는 기존의 컬러액정표시장치의 제조방법을 보여주는 흐름도,

도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 능동매트릭스형 컬러액정표시장치의 COT기판을 보여주는 평면도,

도 4a 내지 도 4f는 제1실시예에 따른 컬러액정표시장치의 구성을 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 5는 제1실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법을 보여주는 흐름도,

도 6a 내지 도 6f는 제1실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법을 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 7a 내지 도 7f는 제1실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법에서 도 6a 내지 도 6f에 보인 단계를 뒤따르는
단계를 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 8a 내지 도 8f는 제1실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법에서 도 7a 내지 도 7f에 보인 단계를 뒤따르는
단계를 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 9a 내지 도 9f는 제1실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법에서 도 8a 내지 도 8f에 보인 단계를 뒤따르는
단계를 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 10a 내지 도 10f는 제1실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법에서 도 9a 내지 도 9f에 보인 단계를 뒤따르
는 단계를 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 11a 내지 도 11f는 제1실시예에 따른 컬러액정표시장치의 구성을 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 12는 제2실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법을 보여주는 흐름도,

도 13a 내지 도 13f는 제2실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법을 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 14a 내지 도 14f는 제2실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법에서 도 13a 내지 도 13f에 보인 단계를 뒤따
르는 단계를 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 15a 내지 도 15f는 제2실시예에 적합하게 된 하프톤노광법을 보여주는 단면도들,

도 16a 내지 도 16f는 제2실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법에서 도 14a 내지 도 14f에 보인 단계를 뒤따
르는 단계를 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 17a 내지 도 17f는 제2실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법에서 도 16a 내지 도 16f에 보인 단계를 뒤따
르는 단계를 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 18a 내지 도 18f는 제2실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법에서 도 17a 내지 도 17f에 보인 단계를 뒤따
르는 단계를 보여주는 평면도들 및 단면도들,

도 19는 본 발명의 제3실시예에 따른 컬러액정표시장치의 제조방법을 보여주는 흐름도,

도 20a 내지 도 20f는 제3실시예에 적합하게 된 하프톤노광법 및 리플로우법을 보여주는 단면도들.

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

101 : 투명절연기판 102 : 게이트전극

103 : 게이트절연막 104 : 반도체층

105 : 오옴(ohmic)층 200 : 박막트랜지스터(TFT)

203 : 화소전극 205, 206 : 드레인,소스전극
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230∼232 : 컬러필터들 240 : 흑매트릭스

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 컬러액정패널과 같은 컬러액정표시장치, 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 박막트랜지스
터들(이하, TFT들이라 함), 컬러필터들 및 화소전극들이 마련된 기판으로 이루어진 컬러능동매트릭스기판을 구비
한 컬러액정표시장치, 및 그 제조방법에 관한 것이다.

오늘날의 능동매트릭스형 컬러액정표시장치는, 개개의 적색, 녹색 및 청색(RGB) 컬러필터들이 일체로 형성된
COT(color filter on transistor array)기판을, 화소전극들의 매트릭스 및 개개의 화소전극들에 인가되는 전압을 제
어하기 위한 TFT들의 매트릭스가 마련된 능동매트릭스기판으로서 채용한다. 액정은 COT기판 및 이 COT기판에
마주하도록 마련된 대향기판 사이에 끼어있으며, 화소전극들과 대향기판을 가로질러 인가되는 전압에 의해 구동되
어, 컬러필터들을 통과한 색광으로 컬러표시가 실현된다.

도 1은 기존의 COT기판의 일 예의 구성을 보여주는 단면도이며, 일본공개특허공보 평4-253028호에 개시된 COT
기판의 구성을 보여준다. 도 2는 기존 COT기판의 제조방법을 보여주는 흐름도이다. 도 1 및 2를 참조하여 기존
COT기판의 구성을 설명한다. 먼저, 도 2의 단계 S401에 보인 것처럼, 게이트재료로서 탄탈(Ta)로 된 막이 투명유
리기판(401)의 표면에 형성되고, 탄탈막이 제1포토리소그라피공정(이하, 'PR공정'이라 함)에서 소정의 패턴으로 만
들어져, 게이트전극(402) 및 게이트버스선(미도시)이 형성된다. 그 후, 단계 S402에 보인 것처럼, SiNx로 이루어진
게이트절연막(403)이 형성된 후, 진성 비정질실리콘막(진성 a-Si막, 404)과 채널보호막(405)이 형성되고, 채널보
호막(405)은 제2PR공정에서 소정의 패턴으로 만들어진다. 그 후, 단계 S403에 보인 것처럼, n+형 a-Si막(406)이
형성되고, n+형 a-Si막(406) 및 진성 a-Si막(404)은 제3PR공정에서 패터닝되어, 아일랜드(407)가 형성된다. 그
후, 단계 S404에 보인 것처럼, 티타늄(Ti)으로 된 막(408)이 제4PR공정에서 소정의 패턴으로 형성되어, 드레인전
극(409), 소스전극(410) 및 드레인버스선(미도시)이 형성된다.

이어서, 단계 S405에 보인 것처럼, 투명수지막(411)이 전체 표면에 형성되고, 마스크(미도시)가 제5PR공정에서 소
정의 패턴으로 만들어지며, 그 후 마스크를 사용하여 투명수지막(411)을 선택적으로 적색으로 착색함으로써 R컬러
필터(412)가 형성된다. 마찬가지로, 단계 S406에 보인 것처럼, G컬러필터(미도시)가 제6PR공정에서 마스크(미도
시)를 사용하여 투명수지막(411)의 다른 영역을 선택적으로 녹색으로 착색함으로써 형성된다. 또, 단계 S407에 보
인 것처럼, B컬러필터(413)가 제7PR공정에서 마스크(미도시)를 사용하여 투명수지막(411)의 또다른 영역을 선택
적으로 청색으로 착색함으로써 형성된다. 그 후, 단계 S408에 보인 것처럼, 접촉홀(414)이 제8PR공정에서 투명수
지막(411)을 관통하게 만들어지고, 그래서 소스전극(410)은 부분적으로 노출된다. 그 후, 단계 S409에 보인 것처
럼, ITO(Indium Tin Oxide)막이 전체 표면에 투명전극막으로서 형성되며, 이 막은 제9PR공정에서 개개의 컬러필
터들(412, 413, …) 위의 영역들을 덮는 소정의 패턴으로 만들어져, 접촉홀(414)을 통해 소스전극(410)에 전기접속
된 화소전극(415)이 형성된다. 또, 단계 S410에 보인 것처럼, 투명수지막(411) 중 아일랜드(407)를 덮는 영역은 화
소전극(415)을 사용하여 선택적으로 흑색으로 착색되어, 흑매트릭스(BM, 416)가 형성된다. 이어서, 도면에는 보여
지진 않지만, 배향막이 전체 표면에 형성되어, COT기판이 완성된다.

언급된 바와 같이, 기존의 COT기판에서는, 게이트전극(402), 게이트전극(402) 위쪽의 채널보호막(405), 아일랜드
(407), 그리고 드레인 및 소스전극들(409 및 410)이 TFT형성단계에서 형성되어, 제1공정부터 제4PR공정까지 총
4개의 PR공정들을 필요로 한다. 또한, 개개의 RGB컬러필터들(412, 413, …) 및 화소전극들(415)을 형성하는 단계
는, 제5공정부터 제9공정까지 총 5개의 PR공정들을 필요로 한다. 그래서, COT기판을 제조하는 전체 제조단계는
총 9개의 PR공정들을 필요로 하여, 너무 많은 제조단계들을 포함하게 되고, 그로 인해 능동매트릭스형 컬러액정표
시장치의 비용이 증가된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 제조단계들의 수를 줄임으로써, 특히, PR공정들의 수를 줄임으로써 비용절감을 달성하는 컬러액
정표시장치 및 그 제조방법을 제공함에 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 제1 및 제2컬러액정표시장치의 각각은, 투명절연기판과 투명절연기판 위에 마련된 박막트랜지스터, 컬
러필터, 흑매트릭스 및 화소전극을 가지는 컬러능동매트릭스기판을 포함한다. 박막트랜지스터는 게이트전극, 게이
트절연막, 반도체층, 오옴층, 및 한 쌍의 소스 및 드레인전극들이 순차적으로 막형성된 역스태거형 구조를 가진다.
본 발명의 제1컬러액정표시장치에서, 오옴층, 소스 및 드레인전극들 및 흑매트릭스는 막형성(성막)방향에서 보여졌
을 때 반도체층에 형성된 채널영역 위쪽에서 서로 동일한 형상으로 되어 있다.

또한, 본 발명의 제2실시예의 컬러액정표시장치에서, 오옴층과 소스 및 드레인전극들은 막형성방향에서 보여졌을
때 서로 동일한 형상으로 되어 있다.

제1 및 제2액정표시장치들에서, 드레인전극에 연결된 드레인버스선은 반도체층, 오옴층, 및 소스 및 드레인전극들
을 각각 형성하는 금속막들과 동일한 금속막들의 적층구조로 되는 것이 좋다. 또한, 흑매트릭스가 컬러필터의 주변
부의 적어도 일부를 덮는 식으로 형성되는 것이 바람직하다.
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제1컬러액정표시장치에 따르면, 오옴층, 소스 및 드레인전극들, 및 흑매트릭스는 채널영역 위쪽에서 동일한 평면형
상으로 되어있기 때문에, 이러한 구성요소들을 단일 PR공정으로 형성하는 것이 가능하다. 또한, 제2컬러액정표시
장치에 따르면, 오옴층과 소스 및 드레인전극들이 동일한 평면형상으로 되어있기 때문에, 이러한 두 구성요소들을
단일 PR공정으로 형성할 수 있다.

부언하면, 여기서 언급된 역스태거형(inverted staggered) 구조는, 반도체층이 게이트전극/게이트절연막과 소스
및 드레인전극들 사이에 마련되고, 게이트전극은 바닥에 형성된 구조를 의미한다. 박막트랜지스터에 역스태거형 구
조를 적용함으로써, 게이트절연막 및 반도체층이 연속적으로 형성될 수 있을 뿐만 아니라, MOS계면이 쉽사리 깨끗
해질 수도 있고, 더구나, 소스 및 드레인전극들과 반도체층간의 오옴접촉이 보다 쉽게 이루어질 수 있다.

본 발명의 제1컬러액정표시장치의 제조방법은, 제1전도막을 투명절연기판의 전체 표면에 형성하고 상기 제1전도
막을 패터닝하여 게이트전극 및 게이트버스선을 형성하는 단계; 게이트절연막, 반도체층, 오옴층 및 제2전도막을
전체 표면에 형성하고 그것들을 패터닝하여 박막트랜지스터의 아일랜드와 드레인버스선을 형성하는 단계; 투명절
연기판 위의 소정의 영역에 컬러필터를 형성하는 단계; 전체 표면에 차광막을 형성하고 차광막을 패터닝하여 채널
영역 이외의 아일랜드를 덮으며 적어도 컬러필터 이외의 영역을 덮는 흑매트릭스를 형성하는 단계; 흑매트릭스를
마스크로서 사용하여 채널영역에 해당하는 영역의 오옴층 및 상기 제2전도막을 제거하여 아일랜드에 드레인전극
및 소스전극을 형성하는 단계; 소스전극을 노출시키도록 전체 표면에 평탄화막을 형성하고 접촉홀을 만드는 단계;
및 전체 표면에 투명전도막을 형성하고 투명전도막을 패터닝하여, 적어도 컬러필터에 겹치는 영역을 포함하게 하는
식으로, 소스전극에 전기 접속된 화소전극을 형성하는 단계를 포함한다.

또한, 본 발명의 제2컬러액정표시장치의 제조방법은, 제1전도막을 투명절연기판의 전체 표면에 형성하고 제1전도
막을 패터닝하여 게이트전극 및 게이트버스선을 형성하는 단계; 전체 표면에 게이트절연막, 반도체층, 오옴층 및 제
2전도막을 형성하는 단계; 제2전도막, 오옴층, 및 반도체층을 단차 형태의 포토레지스트를 사용하여 소정의 패턴으
로 만들어, 박막트랜지스터의 아일랜드와 드레인버스선을 형성하는 단계; 포토레지스트의 박막부를 애싱에 의해 제
거하는 단계; 포토레지스트의 남아있는 부분을 사용하여 채널영역에 해당하는 영역의 제2전도막 및 오옴층을 제거
함으로써 드레인전극 및 소스전극을 형성하는 단계; 투명절연기판 위의 소정의 영역에 컬러필터를 형성하는 단계;
전체 표면에 차광막을 형성하고 차광막을 패터닝하여, 아일랜드를 덮고 적어도 컬러필터 이외의 영역을 덮는 흑매
트릭스를 형성하는 단계; 전체 표면에 평탄화막을 형성하고 접촉홀을 만들어 소스전극을 노출시키는 단계; 및 전체
표면에 투명전도막을 형성하고 투명전도막을 패터닝하여, 적어도 컬러필터에 겹치는 영역을 포함하게 하는 식으로,
소스전극에 전기 접속된 화소전극을 형성하는 단계를 포함한다.

또한, 본 발명의 제2컬러액정표시장치의 다른 제조방법은, 투명절연기판의 전체 표면에 제1전도막을 형성하고 제1
전도막을 패터닝하여 게이트전극 및 게이트버스선을 형성하는 단계; 전체 표면에 게이트절연막, 반도체층, 오옴층
및 제2전도층을 형성하는 단계; 박막부 및 후막부로 이루어진 단차 형태의 포토레지스트를 투명절연기판 위에 형성
하는 단계; 포토레지스트를 마스크로서 사용하여 제2전도막을 소정의 패턴으로 만듦으로써, 박막트랜지스터의 드
레인전극 및 소스전극과, 드레인버스선을 형성하는 단계; 포토레지스트의 박막부를 애싱에 의해 제거하는 단계; 포
토레지스트의 후막부를 드레인전극, 소스전극, 및 드레인전극 및 소스전극 사이의 영역을 보호하는 형상이 되게 리
플로우시키는 단계; 포토레지스트를 리플로우를 받은 마스크로서 사용하여 오옴층 및 반도체층을 제거함으로써, 박
막트랜지스터의 아일랜드를 형성하는 단계; 포토레지스트를 제거하는 단계; 드레인전극 및 소스전극 사이의 영역에
있는 오옴층을 드레인전극 및 소스전극을 마스크로서 사용하여 제거함으로써 채널영역을 형성하는 단계; 투명절연
기판 위의 소정의 영역에 컬러필터를 형성하는 단계; 차광막을 투명절연기판 위에 형성하여 아일랜드 및 적어도 컬
러필터 이외의 영역을 덮는 흑매트릭스를 형성하는 단계; 투명절연기판 위의 전체 표면에 평탄화막을 형성하고 접
촉홀을 만들어 소스전극을 노출시키는 단계; 및 투명전도막을 형성하여, 적어도 컬러필터에 겹치는 영역을 포함하
게 하는 식으로, 소스전극에 전기 접속된 화소전극을 형성하는 단계를 포함한다.

제2컬러액정표시장치의 제조방법은, 바람직하게는, 드레인전극 및 소스전극이 형성된 후에 전체 표면에 투명보호
절연막을 형성하여, 컬러필터 및 흑매트릭스가 투명보호절연막 위에 형성되게 하는 단계를 포함한다.

본 발명의 제1 및 제2컬러액정표시장치들의 제조방법들에서, 컬러필터는 투명절연기판 위에 투명컬러수지를 코팅
한 다음 소정의 패턴으로 노광 및 현상하여 형성되는 것이 좋고, 흑매트릭스는 투명절연기판 위에 흑색수지를 코팅
한 다음 소정의 패턴으로 노광 및 현상하여 형성되는 것이 좋다. 또한, 컬러필터는 적색, 녹색 및 청색의 세 종류를
가질 것이다.

다르게는, 컬러필터는 투명절연기판 위에 소정의 패턴으로 투명컬러수지를 인쇄함으로써 형성되는 것이 좋고, 흑매
트릭스는 투명절연기판 위에 흑색수지를 코팅한 다음 소정의 패턴으로 노광 및 현상하거나 흑색수지를 상기 투명절
연기판 위에 소정의 패턴으로 인쇄하여 형성되는 것이 좋다.

게다가, 상기 투명절연기판 위에 흑색수지를 코팅한 다음 소정의 패턴으로 노광 및 현상하거나 상기 흑색수지를 상
기 투명절연기판 위에 소정의 패턴으로 인쇄하여 흑매트릭스가 형성된 후, 컬러필터는 잉크젯법에 의해 형성되는
것이 좋다.

더구나, 제1 및 제2컬러액정표시장치들의 제조방법들에서는, 상기 접촉홀과 동시에, 게이트단자부접촉홀이 게이트
버스선의 끝부분을 노출시키도록 형성되고 드레인단자부접촉홀이 드레인버스선의 끝부분을 노출시키도록 형성되
며; 게이트버스선에 전기 접속된 게이트단자 및 드레인버스선에 전기 접속된 드레인단자는 투명전도막의 일부로 형
성되도록 배치되어도 좋다.

또한, 차광막은 컬러필터의 주변부의 적어도 일부를 덮도록 하는 식으로 패터닝되는 것이 바람직하다.

이하, 첨부 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명한다.
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맨 먼저, 본 발명의 제1실시예가 설명될 것이다. 도 3은 제1실시예의 능동매트릭스형 컬러액정표시장치에서의
COT기판을 보여주는 평면도이다. 이 COT기판은, 투명절연기판(101)을 구비하며, 이 기판 위에는 서로 평행하게
적당히 이격된 복수개의 게이트버스선들(201), 게이트버스선들(201)과 90도 각도로 교차하는 식으로 서로 평행하
게 적당히 이격된 복수개의 드레인버스선들(202), 이러한 게이트 및 드레인버스선들에 의해 정해지는 영역들에 형
성된 화소전극들(203), 그리고 게이트버스선들(201) 및 드레인버스선들(202)의 교차부들 부근에 마련된 TFT들
(200)이 제공된다.

도 4a 내지 도 4f는 본 발명의 컬러액정표시장치의 구성을 보여주는 평면도들 및 단면도들이다. 도 4a는 능동매트
릭스기판상의 하나의 화소에 해당하는 영역을 보여주는 평면도이며, 도 4b는 게이트단자부(251)를 보여주는 평면
도이고, 도 4c는 드레인단자부(261)를 보여주는 평면도이다. 도 4d 내지 도 4f는 각각 도 4a 내지 도 4c의 선 AA',
BB' 및 CC'을 따라 취해진 단면도들이다. 도 4d에 보인 것처럼, TFT(200, 도 3 참조)에서는, Ti/Al막(102)으로 이
루어진 게이트전극이 투명절연기판(101) 위에 형성되고, SiN막(103)으로 이루어진 게이트절연막이 게이트전극 위
에 형성된다. 또, 진성 a-Si막(104)으로 이루어진 반도체층이 게이트절연막 위에 게이트절연막을 개재하여 게이트
전극에 대향하게 형성되고, n+형 a-Si막으로 이루어진 오옴(ohmic)층(105)이 반도체층 위에 형성된다. 게다가, 둘
다 Cr막으로 이루어진 소스 및 드레인전극들이 오옴층 위에 형성된다. 이 TFT(200)는 역스태거형(inverted
staggered) 구조로 되어 있다.

흑매트릭스(240)가 TFT(200)의 위와 둘레에 마련된다. 또, 반도체층에 형성된 채널영역에서, 오옴층, 소스 및 드레
인전극들, 및 흑매트릭스는 하나의 평면상에서 보여졌을 때 실질적으로 동일한 형상으로 되어 있다. 평탄화막(107)
이 TFT(200), 게이트버스선(201), 드레인버스선(202), 및 개개의 RGB컬러필터들(230 내지 232) 위쪽에 마련되
고, ITO막(108)으로 이루어진 화소전극(203)이 개개의 RGB컬러필터들(230 내지 232) 위의 영역들에 해당하는 평
탄화막(107)상의 각각의 영역에 형성된다. 또, 접촉홀(221)이 소스전극(206) 위쪽에서 평탄화막(107)을 관통하게
만들어지고, ITO막(108)은 접촉홀(221)의 내벽에 형성된다. 이로써, 화소전극(203)은 접촉홀(221)을 통해 소스전
극(206)에 전기적으로 접속된다.

게이트전극은 게이트버스선(201)에 연결되며, 드레인전극은 드레인버스선(202, 도 3 참조)에 연결되고, 소스전극
은 화소전극(203, 도 3 참조)에 연결된다. 또, 개개의 RGB컬러필터들(230 내지 232)은 소정의 방식으로 형성 및 정
렬되어, 각각의 컬러필터는 화소전극(203)의 바로 밑쪽에 위치된다. 또한, 게이트단자부(251)가 게이트버스선
(201)의 한 끝에 마련되고, 드레인단자부(261)가 드레인버스선(202)의 한 끝 또는 양끝에 형성된다.

도 4b 및 도 4e에 보인 것처럼, 게이트단자부(251)에서는, Ti/Al막(102), SiN막(103), 및 평탄화막(107)은 그 순서
대로 투명절연기판(101) 위에 형성된다. SiN막(103)과 평탄화막(107) 내에는 게이트단자부접촉홀(252)이 마련되
고, ITO막(108)은 게이트단자부접촉홀(252)의 내벽에 형성된다. ITO막(108)은 Ti/Al막(102)에 연결되어 게이트
단자(250)를 구성한다.

한편, 도 4c 및 도 4f에 보인 것처럼, 드레인단자부(261)에서, 진성 a-Si막(104), n+형 a-Si막(105), 및 Cr막(106)
은 그 순서대로 투명절연기판(101) 위에 형성된다. 또, 흑매트릭스(240)와 평탄화막(107)은 진성 a-Si막(104),
n+형 a-Si막(105), 및 Cr막(106)의 위와 둘레에 형성된다. 흑매트릭스(240)와 평탄화막(107)에는 드레인단자부접
촉홀(262)이 마련되고, ITO막(108)은 드레인단자부접촉홀(262)의 내벽에 형성된다. ITO막(108)은 Cr막(106)에
연결되어 드레인단자(260)를 구성한다. 게이트단자들(250) 및 드레인단자들(260)은 투명절연기판(101)의 측면 주
변부(도 3 참조)를 따라 정렬된다. 여기서, 게이트단자(250) 및 드레인단자(260)는 개개의 구동회로들(구동기들, 미
도시)에 연결된 테이퍼 형태의 라인들(미도시)에 연결된다.

도 5는 본 발명의 컬러액정표시장치의 제조방법을 보여주는 흐름도이다. 도 5에 보인 것처럼, 이 실시예의 COT기
판은 제1 내지 제8PR공정들로 제조된다. 보다 구체적으로는, 단계 S101에 보인 제1PR공정에서, 게이트전극 및 게
이트버스선이 형성된다. 단계 S102에 보인 제2PR공정에서, TFT부의 아일랜드와 드레인버스선이 게이트절연막 위
에 형성된다. 단계 S103 내지 S105에 각각 보여진 제3 내지 제5PR공정들에서는, RGB컬러필터들이 화소부에 하나
씩 형성된다. 단계 S106에 보인 제6PR공정에서, 흑매트릭스가 채널영역 이외의 TFT의 아일랜드를 덮는 영역과 컬
러필터들 이외의 영역에 형성되고, 동시에, 소스 및 드레인전극들이 형성된다. 게다가, 단계 S107에 보인 제7PR공
정에서, 접촉홀들이 소스전극부와 게이트 및 드레인전극부들에 각각 마련된다. 그 후, 단계 S108에 보인 제8PR공
정에서, 화소전극이 형성된다.

또한, 도 6a 내지 6f, 도 7a 내지 7f, 도 8a 내지 8f, 도 9a 내지 9f 및 도 10a 내지 10f는 제1실시예의 액정표시장치
의 제조방법에서의 주요 단계들을 보여주는 평면도들 및 단면도들이다. 여기서, 도 6a, 7a, 8a, 9a, 10a 및 4a는 각
각이 능동매트릭스기판상의 하나의 화소에 해당하는 영역을 보여주는 평면도들이다. 도 6b, 7b, 8b, 9b, 10b 및 4b
는 각각이 게이트단자부를 보여주는 평면도들이다. 도 6c, 7c, 8c, 9c, 10c 및 4c는 각각이 드레인단자부를 보여주
는 평면도들이다. 도 6d, 7d, 8d, 9d, 10d 및 4d는 각각이 선 AA'을 따라 취해진 단면도들이다. 도 6e, 7e, 8e, 9e,
10e 및 4e는 각각이 선 BB'을 따라 취해진 단면도들이다. 도 6f, 7f, 8f, 9f, 10f 및 4f는 각각이 선 CC'을 따라 취해
진 단면도들이다. 이하 이러한 도면들을 참조하여 제조단계를 한 단계씩 설명할 것이다.

먼저, 도 6a 내지 6f에 보인 것처럼, Al 및 Ti의 적층물로 만들어진 Ti/Al막(102)이 유리 등으로 만들어진 투명절연
기판(101) 위에 스퍼터링에 의해 0.1 내지 0.3㎛의 두께로 형성된다. 제1PR공정에서, 제1포토마스크(미도시)를 사
용하여 제1포토레지스트(미도시)가 Ti/Al막(102) 위에 소정의 패턴으로 노광 및 현상된다. 그 후, Ti/Al막(102)은
제1포토레지스트를 마스크로 사용한 건식식각을 받아, 게이트전극(210) 및 게이트버스선(201)이 형성된다. 이 때,
게이트단자부(251)는 게이트버스선(201)의 끝에 형성된다.

이어서, 도 7a 내지 7f에 보인 것처럼, SiN막(103)이 전체 표면상의 게이트절연막으로서 플라즈마 CVD(Chemical
Vapor Deposition)에 의하여 0.3 내지 0.6㎛의 두께로 형성된다. 또, 진성 a-Si막(104)이 SiN막(103)상의 반도체
층으로서 플라즈마CVD에 의하여 0.05 내지 0.3㎛의 두께로 형성되고, 진성 a-Si막 위에는, 인으로 도핑된 n+형 a-
Si막(105)이 플라즈마CVD에 의해 20 내지 100㎚의 두께의 오옴층으로서 형성된다. 게다가, Cr막(106)이 스퍼터
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링에 의하여 n+형 a-Si막(105) 위에 대략 0.1 내지 0.3㎛의 두께로 형성된다. 그 후, 제2PR공정에서, 전체 표면에
제2포토마스크(미도시)를 사용하여 제2포토레지스트(미도시)가 소정의 패턴으로 노광 및 현상되며, Cr막(106)은
제2포토레지스트를 마스크로서 사용한 습식식각을 받고, n+형 a-Si막(105) 및 진성 a-Si막(104)은 연속적으로 건
식식각을 받아, 아일랜드(220)가 드레인버스선(202)과 함께 게이트절연막(Si막, 103)을 개재하여 게이트전극(210)
위쪽에 형성된다. 이 때, 드레인단자부(261)가 드레인버스선(202)의 끝에 형성된다. 아일랜드(220) 및 드레인버스
선(202)은, 진성 a-Si막(104), n+형 a-Si막(105) 및 Cr막(106)을 그 순서대로 적층하여 형성된다.

이어서, 도 8a 내지 8f에 보인 것처럼, 적색감광성 아크릴수지가 전체 표면에 1.8㎛의 두께로 코팅된 다음 구워지며
(baking), 제3PR공정에서, 제3포토마스크(미도시)를 사용하여 소정의 패턴으로 노광 및 현상되고, 그래서 적색감광
성 아크릴수지는 게이트버스선들(201) 및 드레인버스선들(202)에 의해 정해지는 영역들 중의 선택된 영역에 남겨
져, 적색컬러필터(230)가 형성된다. 이런 식으로, 적색컬러필터(230)만큼 두꺼운 녹색감광성 아크릴수지가 전체 표
면에 코팅된 다음 구워지며, 제4PR공정에서, 제4포토마스크(미도시)를 사용하여 소정의 패턴으로 노광 및 현상되
고, 그래서 녹색투명 아크릴수지는 게이트버스선들(201) 및 드레인버스선들(202)에 의해 정해지는 영역들 중에서
적색컬러필터(230)영역과는 다른 선택된 영역에 남겨져, 녹색컬러필터(231)가 형성된다. 또, 적색컬러필터(230)만
큼 두꺼운 청색감광성 아크릴수지가 전체 표면에 코팅된 다음 구워지고, 제5PR공정에서, 제5포토마스크(미도시)를
사용하여 소정의 패턴으로 노광 및 현상되고, 그래서 청색투명 아크릴수지는 게이트버스선들(201) 및 드레인버스
선들(202)에 의해 정해지는 영역들 중에서 적색컬러필터영역 및 녹색컬러필터영역 이외의 나머지 영역에 남겨져,
청색컬러필터(232)가 형성된다. 개개의 컬러필터들(230, 231 및 232)이 예를 들면 도 3에 보인 바와 같이 반복하는
방식으로 정렬됨이 이해될 것이다.

이어서, 도 9a 내지 9f에 보인 것처럼, 불투광성의 흑색감광성 아크릴수지가 전체 표면에 1.0㎛의 두께로 코팅된 다
음 구워지며, 제6PR공정에서, 제6포토마스크(미도시)를 사용하여 소정의 패턴으로 노광 및 현상되고, 그래서 흑색
감광성 아크릴수지는 개개의 RGB컬러필터들(230 내지 232)과는 다른 영역들 위에, 즉, 아일랜드(220, 도 8d 참
조), 게이트버스선(201, 도 7a 참조) 및 드레인버스선(202, 도 7a 참조) 위쪽을 각각 덮고 있는 영역들에만 형성된
다. 이로써, 흑매트릭스(240)는 흑색감광성 아크릴수지로 만들어지며, 개개의 RGB컬러필터들(230 내지 232)과는
다른 영역들을 덮어 이러한 영역들을 광으로부터 차단시킨다. 여기서, 아일랜드(220) 위에서 아일랜드(220)의 중앙
또는 거의 중앙의 채널영역에 있는 흑매트릭스(240)의 일부는 제거된다. 또한, 게이트단자부(251)에 있는 흑매트릭
스(240)도 제거된다. 드레인단자부(261)에서, 흑매트릭스(240)는 드레인버스선(202)을 덮도록 형성된다.

그 후, 흑매트릭스(240)는 마스크되고, 그 밑에 마련된 Cr막(106)은 습식식각 및 건식식각되고, 또 n+형 a-Si막
(105)은 건식식각된다. 이러한 식각들의 결과로서, 아일랜드(220, 도 8d 참조)에서, Cr막(106)은 분리되어 드레인
전극(205) 및 소스전극(206)이 형성되고, n+형 a-Si막(105)으로 이루어진 오옴층이 전극들(205 및 206) 각각의 아
래에 형성된다. 이렇게, TFT(200)가 제조된다.

이어서, 도 10a 내지 10f에 보인 것처럼, 무색투명한 감광성 아크릴수지가 컬러필터들(230 내지 232)위의 전체 표
면에 2.5 내지 3.0㎛ 두께의 평탄화막(107)으로서 코팅된 다음 구워진다. 그 후, 제7PR공정에서, 제7포토마스크(미
도시)를 사용하여 무색투명한 감광성 아크릴수지는 노광 및 현상되고, 그래서 개공들이 소스전극(206, 도9d 참조)
의 일부, 게이트단자부(251)의 일부, 및 드레인단자부(261)의 일부 위쪽에 각각 만들어진다. 또, 흑매트릭스(240)
는 평탄화막(107)을 마스크로 사용하여 건식식각된다. 게다가, 게이트단자부(251)에서, 게이트절연막을 형성하는
SiN막(103)은 건식식각된다. 그 결과, 아일랜드(220)를 관통하는 접촉홀(221)이 만들어지고, 소스전극(206)을 형
성하는 Cr막(106)의 표면은 노출된다. 또한, 게이트단자부(251)에서, 게이트단자부접촉홀(252)이 만들어지고, 게
이트버스선(201)의 일부를 형성하는 Ti/Al막(102)은 노출된다. 게다가, 드레인단자부(261)에서, 드레인단자부접촉
홀(262)이 만들어지고, 드레인버스선(202)을 형성하는 Cr막(106)의 표면은 노출된다.

이어서, 도 4a 내지 4f에 보인 것처럼, ITO막(108)이 전체 표면상에 투명전극막으로서 30 내지 100㎚의 두께로 스
퍼터링에 의해 형성된다. 그 후, 제8PR공정에서, ITO막(108) 위에 제8포트마스크(미도시)를 사용하여 제8포토레
지스트(미도시)가 소정의 패턴으로 노광 및 현상되고, 그 후 ITO막(108)은 제8포토레지스트를 마스크로 사용하여
습식식각된다. 이로써, ITO막(108)으로 만들어진 화소전극(203)이 RGB컬러필터들(230 내지 232) 각각의 위에 형
성되고, 화소전극(203)의 일부는 접촉홀(221)을 통해 소스전극(206)에 전기적으로 접속된다. 더구나, 게이트단자
부(251)의 ITO막(108)은 게이트단자부접촉홀(252)을 통해 Ti/Al막(102)에 전기접속된 게이트단자(250)를 형성한
다. 마찬가지로, 드레인단자부(261)의 ITO막(108)은 드레인단자부접촉홀(262)을 통해 Cr막(106)에 전기접속된
드레인단자(260)를 형성한다. 셀제조단계 동안 간극(gap)제어를 용이하게 하기 위하여, 선택적으로 뒤따르는 제
9PR공정에서 무색투명한 감광성 아크릴수지를 코팅하고 구운 다음, 제9포토마스크(미도시)를 사용하여 노광 및 현
상함으로써 칼럼(미도시)이 형성될 것이다.

이어서, 도면들에 보여지진 않지만, 배향막이 표면에 형성되어 COT기판이 제조된다. 그 후, 공통전극, 배향막 등이
마련된 대향기판이 COT기판에 대향하게 위치되고 두 개의 기판들은 그것들 사이에 초미세공간을 갖는 단일체로 적
층된다. 그 후에, COT기판 및 대향기판 사이의 공간은 액정으로 채워지고 밀봉되어, 컬러액정표시장치가 완성된다.
또한, 게이트단자 및 드레인단자는 그것들 각각의 구동회로들에 전기적으로 접속된다.

언급된 바와 같이, 본 발명의 제1실시예에 따르면, 컬러능동매트릭스기판을 제1 내지 제8PR공정들(제9PR공정은
칼럼이 형성되는 경우에 추가됨)로 제조하는 것이 가능하다. 이로써, 9개의 PR공정들을 포함한 기존의 제조방법에
비하여, 하나의 PR공정이 생략될 수 있고, 이로 인해 컬러액정표시장치를 저가로 제공할 수 있게 된다.

제1실시예에서는, D/I(Drain and Island) 풀플레이트(full plate)식각이 제2PR공정에서 수행된다. TFT기판 제조
시에 D/I풀플레이트식각을 수행하면 일반적으로 아일랜드부분에는 큰 단차가 남게 되고, 이는 액정모듈들의 배향을
제어하기가 어렵고 측방향 전기장에 의해 액정을 구동하는 IPS(In Plane Switching)모드에서 특히 어렵다는 문제
를 일으킨다. 또한 패시베이션막의 피복성(coverage)이 열화되어, 소스 및 드레인전극들을 형성하는 재료들이 액정
속으로 용해되어 액정표시장치의 작동 중에 디스플레이에 원치 않는 번짐을 쉽사리 야기하는 문제가 생기게 한다.
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그러나, 본 실시예에서는, 아일랜드부의 단차가 흑매트릭스(240) 및 평탄화막(107)으로써 보정되기 때문에, 전술한
문제들의 발생을 억제할 수 있다. 이로써, 액정표시장치는 더 나은 배향제어를 달성하고 신뢰도를 향상시키게 된다.

또한, 본 발명의 제1실시예의 액정표시장치에서, 흑매트릭스는 개개의 RGB컬러필터들의 주변부들을 덮도록 형성
된다. 이는 각 컬러필터의 주변부의 경계를 흑매트릭스에 의해 뚜렷하게 구분할 수 있게 하고, 그러므로 선명한 영
상을 디스플레이하는데 효과적이다. 그러나, TFT의 채널 위쪽의 흑매트릭스는 이 실시예에서는 제거되기 때문에,
흑매트릭스도 대향기판 측에 형성되어야 함에 유념해야 한다.

이제 본 발명의 제2실시예를 설명한다. 이 실시예의 능동매트릭스형 컬러액정표시장치의 COT기판의 전체 구성은
도 1에 보인 COT기판의 구성과 동일하다. 도 11a 내지 11f는 이 실시예의 컬러액정표시장치의 구성을 보여주는 평
면도들 및 단면도들이다. 도 11a는 능동매트릭스기판상의 하나의 화소에 해당하는 영역을 보여주는 평면도이며, 도
11b는 게이트단자부(251)를 보여주는 평면도이고, 도 11c는 드레인단자부(261)를 보여주는 평면도이다. 도 11d
내지 11f는 각각 도 11a 내지 11c의 선 AA', BB' 및 CC'을 따라 취해진 단면도들이다. 도 11d에 보인 것처럼,
TFT(200)에서는, Ti/Al막(102)으로 이루어진 게이트전극이 투명절연기판(101) 위에 형성되고, SiN막(103)으로
만들어진 게이트절연막이 게이트전극 위에 형성된다. 진성 a-Si막(104)으로 만들어진 반도체층이 게이트절연막을
개재하여 게이트전극에 대향하도록 게이트절연막 위에 형성된다. n+형 a-Si막(미도시)으로 만들어진 오옴층이 반
도체층 위에 형성된다. 게다가, Cr막(106)으로 만들어진 한 쌍의 소스 및 드레인전극들이 오옴층 위에 형성된다. 패
시베이션막(109)이 TFT(200)의 위 및 둘레에 형성되고, 흑매트릭스(240) 또는 컬러필터들(230 내지 232)이 패시
베이션막(109) 위에 마련된다. 또한, 반도체층의 채널영역에서, 오옴층과 소스 및 드레인전극들은 하나의 평면상에
서 보여질 때 실질적으로 동일한 형상으로 되어 있다. 평탄화막(107)이 TFT(200), 게이트버스선(201), 드레인버스
선(202), 개개의 RGB컬러필터들(230 내지 232), 및 흑매트릭스(240) 위쪽에 마련되고, ITO막(108)으로 만들어진
화소전극(203)이 개개의 RGB컬러필터들(230 내지 232)의 영역들에 해당하는 각각의 영역에 있는 평탄화막(107)
위에 형성된다. 또한, 접촉홀(221)이 평탄화막(107)을 개재하여 소스전극(206) 위쪽에 형성되고, ITO막(108)은 접
촉홀(221)의 내벽에 형성된다. 이로써, 화소전극(203)이 접촉홀(221)을 통해 소스전극(206)에 전기적으로 접속된
다.

게이트전극은 게이트버스선에 연결되며(201, 도 3 참조), 드레인전극은 드레인버스선에 연결되고(202, 도 3 참조),
소스전극은 화소전극(203)에 연결된다. 또한, 게이트단자부(251)는 게이트버스선(201)의 한 끝에 마련되고, 드레
인단자부(61)는 드레인버스선(202)의 한 끝 또는 양끝에 형성된다.

도 11b 및 11e에 보인 것처럼, 게이트단자부(251)에서는, Ti/Al막(102), SiN막(103), 패시베이션막(109) 및 평탄
화막(107)이 그 순서대로 투명절연기판(101) 위에 형성된다. SiN막(103), 패시베이션막(109), 및 평탄화막(107)에
는 게이트단자부접촉홀(252)이 마련되고, ITO막(108)이 게이트단자부접촉홀(252)의 내벽에 형성된다. ITO막
(108)은 Ti/Al막(102)에 연결되어 게이트단자(250)를 구성한다.

한편, 도 11c 및 11에 보인 것처럼, 드레인단자부(261)에서는, SiN막(103)이 투명절연기판(101) 위에 형성되고, 그
위에 진성 a-Si막(104), n+형 a-Si막(105), 및 Cr막(106)이 그 순서대로 형성되어, 드레인버스선(202)이 형성된
다. 또한, 패시베이션막(109) 및 평탄화막(107)은 드레인버스선(202) 위쪽 및 둘레에 형성된다. 패시베이션막(109)
및 평탄화막(107)에는 드레인단자부접촉홀(262)이 마련되고, ITO막(108)이 드레인단자부접촉홀(262)의 내벽에
형성된다. ITO막(108)은 Cr막(106)에 연결되어 드레인단자(260)를 구성한다. 게이트단자들(250) 및 드레인단자
들(260)은 투명절연기판(101)의 측면 주변부(도 3 참조)를 따라 정렬된다. 여기서, 게이트단자(250) 및 드레인단자
(260)는 개개의 구동회로들(구동기들, 미도시)에 연결된 테이퍼 형태의 라인들(미도시)에 연결된다.

도 12는 본 발명의 제2실시예에 따른 액정표시장치의 제조방법을 보여주는 흐름도이다. 도 12에 보인 것처럼, 제1
실시예와 마찬가지로, 제2실시예의 COT기판은 제1 내지 제8PR공정들로 제조된다. 보다 상세하게는, 단계 S201에
보인 제1PR공정에서, 게이트전극 및 게이트버스선이 형성된다. 단계 S202에 보인 제2PR공정에서, TFT부의 아일
랜드가 게이트절연막 위에 형성되고, 그 후 소스전극, 드레인전극, 및 드레인버스선이 하프톤노광 또는 이중
(double)노광에 의하여 형성되며, 이는 아래에서 설명될 것이다. 단계 S203 내지 S205에 보인 제3 내지 제5PR공정
들에서는, RGB컬러필터들이 하나씩 화소부에 형성된다. 단계 S206에 보인 제6PR공정에서는, 흑매트릭스가 아일
랜드를 덮으나 컬러필터들은 덮지 않는 영역에 형성된다. 또, 단계 S207에 보인 제7PR공정에서는, 접촉홀들이 소
스전극부와 게이트 및 드레인단자부들 각각에 마련된다. 그 후, 단계 S208에 보인 제8PR공정에서, 화소전극이 형
성된다.

또한, 도 13a 내지 13f, 14a 내지 14f, 15a 내지 15f, 16a 내지 16f, 및 17a 내지 17f는 제2실시예의 주요 단계들을
보여주는 평면도들 및 단면도들이다. 여기서, 도 13a, 14a, 15a, 16a, 17a 및 11a는 각각 능동매트릭기판상의 하나
의 화소에 해당하는 영역을 보여주는 평면도들이다. 도 13b, 14b, 15b, 16b, 17b 및 11b는 각각 게이트단자부를 보
여주는 평면도들이다. 도 13c, 14c, 15c, 16c, 17c 및 11c는 각각 드레인단자부를 보여주는 평면도들이다. 도 13d,
14d, 15d, 16d, 17d 및 11d는 각각 선 AA'을 따라 취해진 단면도들이다. 도 13e, 14e, 15e, 16e, 17e 및 11e는 각
각 선 BB'을 따라 취해진 단면도들이다. 도 13f, 14f, 15f, 16f, 17f 및 11f는 각각 선 CC'을 따라 취해진 단면도들이
다. 이 실시예의 제조방법을 이러한 도면들을 참조하여 한 단계씩 설명할 것이다. 이하, 제1실시예에 대하여, 유사한
구성요소들에는 유사한 번호들이 붙여졌다.

먼저, 도 13a 내지 13f에 보인 것처럼, Al 및 Ti의 적층물로 이루어진 Ti/Al막(102)이 유리 등으로 만들어진 투명절
연기판(101) 위에 스퍼터링에 의하여 0.1 내지 0.3㎛의 두께로 형성된다. Ti/Al막(102)은 제1PR공정에서 포토레지
스트(미도시)를 사용하여 소정의 패턴으로 만들어져, 게이트전극(210) 및 게이트버스선(201)이 형성된다. 이 때, 게
이트단자부(251)가 게이트버스선(201)의 끝에 형성된다.

이어서, 도 14a 내지 14f에 보인 것처럼, SiN막(103)이 투명절연기판(101) 및 Ti/Al막(102)의 전체 표면상의 게이
트절연막으로서 플라즈마CVD에 의하여 0.3 내지 0.6㎛의 두께로 형성된다. 잇달아, 진성 a-Si막(104)이 SiN막
(103) 위에 0.05 내지 0.3㎛의 두께로 형성되고, 그 위에 n+형 a-Si막(105)이 20 내지 100㎚의 두께로 형성된다.
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또, Cr막(106)이 n+형 a-Si막(105) 위에 스퍼터링에 의하여 대략 0.1내지 0.3㎛의 두께로 형성된다. 그 후, 제2PR
공정에서, Cr막(106), n+형 a-Si막(105) 및 진성 a-Si막(104)은, 나중에 설명될 것처럼, 포토레지스트를 사용한 하
프톤노광에 의해 식각되어, 진성 a-Si막(104) 및 n+형 a-Si막(105)과 Cr막(106)으로 만들어진 드레인전극(205)
및 소스전극(206)의 적층구조로 된 아일랜드(220)가 게이트전극(210) 위쪽에 형성된다. 동시에, 드레인전극(205)
에 연결된 드레인버스선(202)이 형성된다. 여기서, 드레인버스선(202)의 끝에는, 드레인단자부(261)가 진성 a-Si
막(104), n+형 a-Si막(105) 및 Cr막(106)의 적층구조로 형성된다.

다음으로, 하프톤노광을 설명할 것이다. 도 15a 내지 15c는 하프톤노광에 의한 아일랜드(220)의 제조단계를 한 단
계씩 보여주는 단면도들이다. 포토레지스트(222)의 노광에 사용하기 위한 포토마스크(미도시)가 드레인버스선
(202)에 해당하는 영역에서는 광을 거의 완전히 차단하는 완전(full)마스크부분을 가지도록(도 14a 참조) 그리고 아
일랜드(220)에 형성된 TFT(200)의 채널영역(200a)에 해당하는 영역에서는 하프톤부를 가지도록 형성된다. 도면
들에는 보여지진 않지만, 하프톤부에는 노광장치의 분해능한계 또는 이 분해능한계 아래로 적당히 이격시킨 미세한
차광패턴들이 마련된다. 다르게는, 하프톤부는 낮은 광투과도를 갖는 재료로 만들어진다. 그래서, 양화형(positive)
포토레지스트가 포토레지스트(222)로서 채용될 때, 포토레지스트에 대한 노광은 하프톤부에서는 적은 광량으로 수
행된다. 따라서, 포토레지스트가 현상될 때, 포토레지스트(222)의 막두께는 완전마스크부분에 해당하는 영역
(222a)에서 보다 하프톤부에 해당하는 영역에서 더 얇다. 결과적으로, 전술한 포토마스크를 사용하여 하프톤노광된
포토레지스트가 현상될 때, 이 포토레지스트는 도 15a에 보인 것처럼 단차 형상의 단면도를 가져, 완전마스크부분
으로 노광되어 더 두꺼운 막두께를 갖는 영역(222a)과 하프톤부로 노광되어 더 얇은 막두께를 갖는 영역(222b) 둘
다가 동시에 나타나게 된다.

그 후, Cr막(106)은 전술한 방식으로 형성된 포토레지스트(222)를 사용하여 습식식각되고, n+형 a-Si막(105) 및
진성 a-Si막(104)은 잇달아 건식식각되어, 도 15b에 보인 것처럼, 적층된 구조의 아일랜드(220) 및 드레인버스선
(202, 도 14a 참조)이 소정의 패턴으로 형성된다.

이어서, 포토레지스트(222)는 주표면측에서부터 그것의 두께를 줄이도록 하기 위하여 O2 애싱(ashing)된다. 그러

면, 도 15b에 보인 것처럼, 채널영역에 해당하는 하프톤부를 위한 더 얇은 막두께를 갖는 영역(222b)에서 포토레지
스트(222)는 완전히 제거되어, 그 아래에 제공된 Cr막(106)은 노출된다. 포토레지스트(222) 중 더 두꺼운 막두께를
갖는 영역(222a)의 막두께는 애싱에 의해 감소되나, 마스크로서의 포토레지스트(222)는 여전히 Cr막(106) 위에 남
아있다. 그 후, Cr막(106)은 남아있는 포토레지스트(222)를 사용하여 습식식각 및 건식식각되고, 또 n+형 a-Si막
(105)은 건식식각되어, 도 15c에 보인 것처럼, Cr막(106)으로 만들어진 것들인 드레인전극(205) 및 소스전극(206)
과, 이러한 전극들 아래에서 n+형 a-Si막(105)으로 만들어진 오옴층이 형성되어, TFT(200)가 완성된다. 요컨대,
TFT(200) 및 드레인버스선(202)은 단일 PR공정으로 형성된다.

이어서, 도 16a 내지 16f에 보인 것처럼, SiNx로 만들어진 보호절연막(패시베이션막, 109)이 전체 표면에 플라즈마
CVD에 의해 0.1 내지 0.3㎛의 두께로 형성된다. 그 후, 제1실시예와 마찬가지로, 적색투명수지의 막이 투명절연기
판(101)의 표면에 0.8㎛의 두께로 형성되고, 제3PR공정에서 소정의 패턴으로 만들어져, 적색컬러필터(230)가 형
성된다. 이와 동일한 방식으로, 적색컬러필터(230)만큼 두꺼운 녹색투명수지가 제4PR공정에서 형성되고 소정의 패
턴으로 만들어져 녹색컬러필터(231)가 형성된다. 게다가, R컬러필터(230) 및 녹색컬러필터(231)만큼 두꺼운 녹색
투명수지로 된 막이 제5PR공정에서 형성되고 소정의 패턴으로 만들어져, 청색컬러필터(232)가 형성된다. 개개의
RGB컬러필터들(230 내지 232)의 배치패턴은 도 3에 보여진다.

이어서, 도 17a 내지 17f에 보인 것처럼, 차광 흑색수지의 막이 제6PR공정에서 개개의 RGB컬러필터들 이외의 영역
들 및 소스전극(206) 위쪽의 영역(도 15c 참조)을 덮도록 하는 식으로 형성되고 패터닝되어, 흑매트릭스(240)가 형
성된다. 흑매트릭스(240)는 컬러필터들(230 내지 232)이 형성되기 전에 형성되어도 좋다.

이어서, 도 18a 내지 18f에 보인 것처럼, 무색 투명한 광감성 아크릴수지가 제7PR공정에서 전체 표면상에 평탄화막
(107)으로서 2.5 내지 3.0㎛의 두께로 형성되며, 평탄화막(107) 및 패시베이션막(109)은 잇달아 선택 식각을 받아,
접촉홀(221)이 마련되어 소스전극(206)을 노출시킨다. 동시에, 평탄화막(107), 패시베이션막(109) 및 게이트절연
막(103)은 게이트단자부(251)에서 잇달아 선택 식각을 받아, 게이트단자부접촉홀(252)이 제공되어 게이트단자부
(251)에서 Ti/Al막(102)을 노출시킨다. 또한, 드레인단자부(261)에서는, 평탄화막(107) 및 패시베이션막(109)은
잇달아 선택 식각되고, 그에 따라 드레인단자부접촉홀(262)이 제공되어 드레인단자부(261)에 있는 Cr막(106)을 노
출시킨다. 다르게는, 평탄화막(107)이 이러한 단자영역들로부터 제거되어도 좋다.

이어서, 도 11a 내지 11f에 보인 것처럼, ITO막(108)이 전체 표면상의 투명전극막으로서 스퍼터링에 의하여 30 내
지 100㎚의 두께로 형성된다. 그 후, 제8PR공정에서, ITO막(108)은 컬러필터들(230 내지 232) 각각 위의 영역을
포함하여 소정의 패턴으로 만들어져, 접촉홀(221)을 통해 소스전극(206)에 전기 접속된 화소전극(203)이 형성된
다. 동시에, 게이트버스선(201)에 전기 접속된 게이트단자(250)가 게이트단자부접촉홀(252)을 포함한 영역에서
ITO막(108)으로 형성되고, 드레인버스선(202)에 전기접속된 드레인단자(260)는 드레인단자부접촉홀(262)을 포함
한 영역에서 ITO막(108)으로 형성된다. 게다가, 셀제조단계 동안의 간극제어를 용이하게 하기 위하여, 칼럼이 제
9PR공정에서 무색 투명한 감광성 아크릴수지로 형성되어도 좋다. 또한, 전술한 방법은 제2PR공정에서 하프톤노광
을 채용한다. 그러나, 이 공정은 그 대신에 각각 다른 노광량을 갖는 두 스테이지들에서 노광을 달성하는 이중노광
에 의해 행해져도 좋다. 이 경우, 하나의 단계가 노광단계에 더 추가되고 마스크가 하나 더 필요하나, 이중노광은 공
정들이 더욱 쉽사리 제어될 수 있다는 점에서 하프톤노광보다 유익하다.

이어서, 도면들에 보여지진 않지만, 배향막이 그 표면에 형성되어 COT기판이 제조된 후에, 공통전극, 배향막 등을
구비한 대향기판이 COT기판에 대향하도록 위치되고 두 기판들은 그것들 사이에 초미세공간을 갖는 단일체로서 적
층되고, 그 후 COT기판 및 대향기판 사이의 공간은 액정으로 채워지고 밀봉되어, 컬러액정표시장치가 완성된다. 또
한, 게이트단자 및 드레인단자는 그것들의 개개의 구동회로들에 전기적으로 접속된다.
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언급된 바와 같이, 본 발명의 제2실시예에 따르면, 제1 내지 제8PR공정들로 컬러능동매트릭스기판을 제조하는 것
도 가능하다. 이로써, 9개의 PR공정들을 포함하는 기존의 제조방법에 비하여, 하나의 PR공정이 생략될 수 있고, 그
로 인해 저가로 컬러액정표시장치를 제공할 수 있게 한다. 또한, 화소전극을 마스크로서 사용하는 착색(coloring)에
의해, 또는 기존의 예에서처럼 RGB의 3색들을 겹치게 함으로써 흑매트릭스가 형성된다면, PR공정을 하나 더 생략
할 수 있다.

이 실시예에서는, 제1실시예와 유사하게, D/I풀플레이트식각이 제2PR공정에서 행해졌다. TFT기판을 제조할 때 D/
I풀플레이트식각이 행해진다면 일반적으로 아일랜드부에 큰 단차가 남게 되고, 이는 특히 측방향 전기장에 의해 액
정을 구동하기 위한 IPS(In Plane Swicthing)모드에서는 액정모듈들의 배향을 제어하기가 어렵게 되는 문제를 일
으킨다. 또한, 패시베이션막의 피복성은 열화되어, 소스 및 드레인전극들을 형성하는 재료들이 액정 속으로 용해되
며 액정표시장치의 작동 중에 디스플레이상의 원치 않는 번짐을 쉽사리 야기하는 문제가 생기게 한다. 그러나, 본
실시예에서는, 아일랜드부의 단차가 패시베이션막(109), 흑매트릭스(240) 및 평탄화막(107)으로써 보정되기 때문
에, 단차를 줄일 수 있고, 그러므로 전술한 문제들의 발생을 억제할 수 있다. 이로써, 액정표시장치는 더 나은 배향제
어를 달성하고 신뢰도를 향상시킨다.

또한, 이 실시예에서, 흑매트릭스를 형성하는 아크릴수지가, 적층구조 내의 a-Si막과 흑매트릭스가 서로 접촉하게
될 때에 적층구조 내의 a-Si막을 더럽히지 않는 종류의 것이라면, a-Si막의 더럽혀짐을 방지하기 위해 제공된 패시
베이션막은 생략될 수 있어, PR공정들에서의 단계들 이외에도 단계수를 줄일 수 있게 한다.

게다가, 본 발명의 제2실시예의 액정표시장치에서는, 흑매트릭스도 개개의 RGB컬러필터들을 덮도록 형성된다. 이
는 각 컬러필터의 주변부의 경계를 흑매트릭스에 의해 확실히 구분할 수 있게 하고, 그러므로 선명한 영상을 디스플
레이하는데 효과적이다.

이제 본 발명의 제3실시예를 설명할 것이다. 이 실시예의 액정표시장치의 구성은 제2실시예의 대응 부분들의 구성
과 동일하다. 도 19는 이 실시예의 액정표시장치의 제조방법을 보여주는 흐름도이다. 도 19에 보인 것처럼, 제1 및
제2실시예들과 마찬가지로, 제3실시예의 COT기판도 제1 내지 8PR공정들로 제조된다. 보다 상세하게는, 단계
S301에 보인 제1PR공정에서, 게이트전극 및 게이트버스선이 형성된다. 단계 S302에 보인 제2PR공정에서, 소스전
극, 드레인전극, 및 드레인버스선이 오옴층 위에 형성되고, 그 후 아일랜드가, 아래에서 설명될 것처럼, 하프톤노광
또는 이중노광과 리플로우에 의해 형성된다. 단계 S303 내지 S305에 각각 보인 제3 내지 제5PR공정들에서, RGB
컬러필터들이 화소부에 하나씩 형성된다. 단계 S306에 보인 제6PR공정에서, 흑매트릭스가 아일랜드를 덮지만 컬
러필터들은 덮지 않는 영역에 형성된다. 또, 단계 S307에 보인 제7PR공정에서, 접촉홀들이 소스전극부와 게이트
및 드레인단자부들에 각각 마련된다. 그 후, 단계 S308에 보인 제8PR공정에서, 화소전극이 형성된다.

제2실시예와 유사하게, 도 11a 내지 11f, 13a 내지 13f, 14a 내지 14f, 15a 내지 15f, 16a 내지 16f, 17a 내지 17f,
및 18a 내지 18f는 제3실시예의 액정표시장치의 제조방법의 주요 단계들을 보여주는 평면도들 및 단면도들이다. 이
제 이러한 도면들 및 도 19를 참조하여 본 발명의 제조방법에서의 제조단계들을 한 단계씩 설명할 것이다.

먼저, 도 13a 내지 13f에 보인 것처럼, Al 및 Ti의 적층물로 이루어진 Ti/Al막(102)이 유리 등으로 만들어진 투명절
연기판(101) 위에 스퍼터링에 의해 0.1 내지 0.3㎛의 두께로 형성된다. 그 후, Ti/Al막(102)이 제1PR공정에서 포토
레지스트(미도시)를 사용하여 소정의 패턴으로 형성되어, 게이트전극(210) 및 게이트버스선(201)이 형성된다. 이
때, 게이트단자부(251)가 게이트버스선(201)의 끝에 형성된다.

이어서, 도 14a 내지 14f에 보인 것처럼, SiN막(103)이 투명절연기판(101)의 전체 표면상에 게이트절연막으로서
플라즈마CVD에 의해 0.3 내지 0.6㎛의 두께로 형성된다. 잇달아, 진성 a-Si막(104)이 SiN막(103) 위에 0.05 내지
0.3㎛의 두께로 형성되고, 그 위에 n+형 a-Si막(105)이 20 내지 100㎚의 두께로 형성된다. 나아가, Cr막(106)이
n+형 a-Si막(105) 위에 스퍼터링에 의해 0.1 내지 0.3㎛의 두께로 형성된다. 그 후, 제2PR공정에서, Cr막(106),
n+형 a-Si막(105) 및 진성 a-Si막(104)은, 아래에서 설명될 것처럼, 포트레지스트를 사용하는 하프톤노광과 리플
로우에 의해 식각되어, n+형 a-Si막(105) 및 진성 a-Si막(104)의 적층구조로 이루어진 아일랜드(220), 드레인전극
(205), 소스전극(206), 및 드레인전극(205)에 연결된 드레인버스선(202)이 게이트전극(210) 위쪽에 형성되고, 이
러한 드레인전극(205), 소스전극(206) 및 드레인버스선(202)은 모두 Cr막(106)으로 만들어진다. 여기서, 드레인버
스선(202)의 끝에는, 드레인단자부(261)가 진성 a-Si막(104), n+형 a-Si막(105) 및 Cr막(106)으로 형성된다.

도 20a 내지 20d는 하프톤노광 및 리플로우에 의한 아일랜드(220), 드레인전극(205) 및 소스전극(206)의 제조단계
를 보여주는 단면도들이다. 포토레지스트를 노광시키기 위해 사용되는 포토마스크(미도시)에서, 아일랜드(220) 내
에 형성된 TFT(200)의 채널영역(200a)을 제외한 아일랜드(220)의 중앙에 해당하는 영역이, 광을 거의 차단하는
완전(full)마스크부로서 형성된다. 한편, 포토마스크에서 완전마스크부 이외의 아일랜드부(220) 영역과 드레인버스
선(202)에 해당하는 영역이 하프톤부로서 형성된다. 도면들에 보여지진 않았지만, 포토마스크의 하프톤부에는 노
광장치의 분해능한계 또는 그 아래로 적절히 이격된 미세차광패턴들이 마련된다. 다르게는, 하프톤부는 낮은 광투
과도를 갖는 재료로 만들어진다. 그래서, 양화형 포토레지스트가 포토레지스트(222)로서 채용될 때, 포토레지스트
(222)에 대한 노광은 하프톤부에서 적은 광량으로 수행된다. 따라서, 노광된 포토레지스트(222)가 현상될 때, 포토
레지스트(222)의 막두께는 완전마스크부에 해당하는 영역(222a)에서 보다는 하프톤부에 해당하는 영역(222b)에
서 더 얇다. 이로써, 전술한 포토마스크를 사용하여 하프톤노광된 포토레지스트(222)가 현상될 때, 이것은 도 20a에
보인 것처럼 단차형상의 단면도를 가지고, 완전마스크부로써 노광되어 더 두꺼운 막두께를 가지는 영역(222a)과 하
프톤부로써 노광되어 더 얇은 막두께를 가지는 영역(222b) 둘 다가 동시에 나타나게 된다.

그 후, Cr막(106)은 전술한 방식으로 형성된 포토레지스트(222)를 이용하여 습식식각되어, 도 20b에 보인 것처럼,
모두 Cr막(106)으로 만들어지는 드레인전극(205), 소스전극(206) 및 드레인버스선(202)이 소정의 패턴으로 형성
된다.
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이어서, 포토레지스트(222)는 이것의 막두께를 주표면쪽에서부터 줄이기 위하여 O2 애싱된 다음, 도 20b에 보인 것

처럼, 포토레지스트(222)는 하프톤에 해당하는 더 얇은 막두께를 갖는 영역(222b)에서 완전히 제거되어, 그 아래에
마련된 Cr막(106)이 노출된다. 포토레지스트(222)에서 더 얇은 막두께를 갖는 영역(222a)의 막두께는 애싱에 의해
감소되나, 포토레지스트(222)는 여전히 Cr막(106) 위에 남아있다.

그 후, 포토레지스트(222) 속으로 NMP(N-methyl-2-pyrrolidone)과 같은 유기용제의 증기를 흐르게 함으로써 포
토레지스터가 변형되게 하는 유기용제 리플로우법을 적용하여, 남아있는 포토레지스트(222)는 도 20c에 보인 것처
럼 채널영역(200a)을 덮도록 변형된다. 그 후, 전술한 방식으로 변형된 포토레지스트(222) 및 표면에 남아있는 마
스크로서의 Cr막(106) 둘 다를 사용하여 n+형 a-Si막(105) 및 진성 a-Si막(104)을 건식식각하여 아일랜드(220)가
형성된다. 다음에, 포토레지스트(222)는 제거되고 채널영역(200a) 위쪽의 n+형 a-Si막(105)은 남아있는 Cr막
(106)을 마스크로서 사용하는 건식식각에 의해 제거되어, n+형 a-Si막(105)으로 이루어진 오옴층이 드레인전극
(205) 및 소스전극(206) 아래에 형성되어, TFT(200)가 도 20d에 보인 것처럼 완성된다. 요컨대, TFT(200) 및 드
레인버스선(202)이 단일 PR공정으로 형성되는 것에 더하여, 이 식각은 제2실시예에 비하여 더 작은 수의 단계들을
필요로 한다.

다음으로, 도 16a 내지 16f에 보인 것처럼, SiNx으로 만들어진 보호절연막(패시베이션막, 109)이 전체 표면상에 플
라즈마CVD에 의하여 0.1 내지 0.3㎛의 두께로 형성된다. 그 후, 제1실시예와 유사하게, 적색투명수지의 막이 투명
절연기판의 표면에 0.8㎛의 두께로 형성되고, 제3PR공정에서 소정의 패턴으로 만들어져, 적색컬러필터(230)가 형
성된다. 동일한 방식으로, 적색컬러필터(230)만큼 두꺼운 녹색투명수지의 막이 제4PR공정에서 형성되고 소정의 패
턴으로 만들어져, 녹색컬러필터(231)가 형성된다. 또, 적색컬러필터(230)만큼 두꺼운 청색투명수지의 막이 제5PR
공정에서 형성되고 소정의 패턴으로 만들어져, 청색컬러필터(232)가 형성된다. 개개의 RGB컬러필터들(230 내지
232)의 배치패턴은 도 3에 보인 것과 같다.

다음으로, 도 17a 내지 17f에 보인 것처럼, 차광흑색수지로 된 막이 형성되고, 제6PR공정에서 개개의 RGB컬러필터
들(230 내지 232) 위의 영역들에 해당하는 영역들 이외의 영역들과 소스전극(206, 도 20b 참조) 위의 영역에 해당
하는 영역의 일부를 덮는 방식으로 패터닝되어, 흑매트릭스(240)가 형성된다. 흑매트릭스(240)는 컬러필터들(230
내지 232)이 형성되기 전에 형성되어도 좋다.

다음으로, 도 18a 내지 18f에 보인 것처럼, 평탄화막(107)으로서 무색 투명한 감광성 아크릴수지가 전체 표면에
2.5 내지 3.0㎛의 두께로 코팅된다. 그 후, 제7PR공정에서, 평탄화막(107) 및 패시베이션막(109)은 잇달아 선택적
인 식각을 받아, 소스전극(206)을 노출시키는 접촉홀(221)이 마련된다. 동시에, 게이트단자부(251)에서는, 평탄화
막(107), 패시베이션막(109) 및 게이트절연막(SiN막(103))이 잇달아 선택적인 식각을 받아, 게이트단자부(251)를
노출시키는 게이트단자부접촉홀(252)이 마련된다. 또한, 드레인단자부(261)에서는, 평탄화막(107) 및 패시베이션
막(109)이 잇달아 선택적인 식각을 받아, 드레인단자부(21)를 노출시키는 드레인단자부접촉홀(262)이 마련된다.
다르게는, 평탄화막(107)이 이러한 단자영역들로부터 제거되어도 좋다.

이어서, 도 11a 내지 11f에 보인 것처럼, ITO막(108)이 전체 표면상의 투명전극막으로서 스퍼터링에 의해 30 내지
100㎚의 두께로 형성되고, 제8PR공정에서, ITO막(108)은 개개의 컬러필터들(230 내지 232) 위의 영역을 포함하
여 소정의 패턴으로 만들어져, 접촉홀(221)을 통해 소스전극(206)에 전기 접속된 화소전극(203)이 형성된다. 동시
에, 게이트버스선(201)에 전기 접속된 게이트단자(250)가 게이트단자부접촉홀(252)을 포함하는 영역에 ITO막
(108)으로 형성되고, 드레인버스선(202)에 전기 접속된 드레인단자(260)가 드레인단자부접촉홀(262)을 포함하는
영역에 ITO막(108)으로 형성된다. 게다가, 셀제조단계 동안의 간극제어를 용이하게 하기 위하여, 컬럼이 제9PR공
정(미도시)에서 무색 투명한 감광성 아크릴수지로 형성되어도 좋다. 또한, 제2PR공정에 하프톤노광을 채용한 방법
이 이 실시예에서 설명되었다. 그러나, 본 발명은 제2PR공정에서 각기 다른 노광량을 갖는 두 스테이지들에서 노광
을 달성하는 이중노광을 행하는 방법을 채용해도 좋다.

다음으로, 도면들에는 보여지진 않았지만, 배향막이 표면에 형성되어, COT기판이 제조된다. 그 후, 공통전극, 배향
막 등이 마련된 대향기판이 COT기판에 대향하도록 위치되고, 두 기판들은 그것들 사이에 초미세공간을 갖는 단일
체로 적층되고, 그 후 COT기판 및 대향기판 사이의 공간은 액정으로 채워지고 밀봉되어, 컬러액정표시장치가 완성
된다. 또한, 게이트단자(250) 및 드레인단자(260)는 그것들의 개개의 구동기회로들에 전기적으로 접속될 것이다.

이 실시예에서는, 제2실시예와 유사하게, D/I풀플레이트식각이 제2PR공정에서 행해진다. TFT 제조시에 D/I풀플레
이트식각을 수행하면 일반적으로 아일랜드부에는 큰 단차가 남아 있다. 이는 특히 측방향 전기장에 의해 액정을 구
동하는 IPS모드에서 액정모듈들의 배향을 제어하기가 어렵게 되는 문제를 일으킨다. 또한, 패시베이션막의 피복성
이 열화되어, 소스 및 드레인전극들을 형성하는 재료들이 액정 속으로 용해되어 액정표시장치의 작동 중에 디스플
레이에 원치 않는 번짐을 쉽사리 야기하는 문제가 생기게 된다. 그러나, 이 실시예에서는, 아일랜드부에서의 단차가
패시베이션막(109), 흑매트릭스(240) 및 평탄화막(107)으로 보정되기 때문에, 이 단차를 줄이는 것이 가능하고, 그
러므로, 전술한 문제들의 발생을 억제할 수 있다. 이로써, 액정표시장치는 더 나은 배향제어를 달성하고 더 나은 신
뢰도를 가지게 된다.

또한, 이 실시예에서는, 제2실시예와 유사하게, 흑매트릭스를 형성하는 아크릴수지가 적층구조의 a-Si막과 흑매트
릭스가 서로 접촉하게 될 때에 적층구조의 a-Si막을 더럽히지 않는 종류의 것이라면, a-Si막의 더럽힘을 방지하기
위해 마련된 패시베이션막은 생략될 수 있다.

언급된 바와 같이, 본 발명의 제3실시예에 따르면, 제1 내지 제8PR공정들로 컬러능동매트릭스기판을 제조하는 것
도 가능하다. 이로써, 9개의 PR공정들을 수반하는 기존의 제조방법에 비하여, 하나의 PR공정이 생략될 수 있고, 그
로 인해 컬러액정표시장치를 저가로 제공하는 것이 가능하게 된다. 또한, 본 발명의 제3실시예의 액정표시장치에
서, 흑매트릭스는 개개의 RGB컬러필터들의 주변부들을 덮도록 형성된다. 이는 각 컬러필터의 주변부의 경계를 흑
매트릭스에 의해 뚜렷하게 구분할 수 있게 하여, 선명한 영상을 디스플레이 할 수 있다.
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앞서의 실시예들의 각각은 컬러필터들 및 흑매트릭스를 포토리소그라피에 의하여 형성하는 벙법을 설명하였으나,
컬러필터들 및 흑매트릭스는 인쇄에 의해 형성되어도 좋다. 또한, 흑매트릭스가 화소전극을 마스크로서 사용하는
착색에 의해 형성되거나 기존의 예에서처럼 RGB 삼색을 겹치게 하여 형성되는 경우, PR공정이 하나 더 생략될 수
있다. 다르게는, 흑매트릭스는 포토리소그라피 또는 인쇄에 의해 먼저 형성되어도 좋고, 그래서 컬러필터들은 잉크
젯법에 의해 형성되어도 좋다. 이 경우, 대중적인 방법에 의하면, 방수투명수지로 만들어진 뱅크재료가 흑매트릭스
위에 형성되고, 대략 4㎛의 흑매트릭스 및 뱅크재료가 동시에 또는 잇달아 패터닝된다. 이러한 기법들이 채택된다
면, PR공정들은 세 개 또는 네 개 더 생략될 수 있어, 비용의 추가 절감이 달성된다.

전술한 실시예들의 각각은 게이트전극 및 게이트버스선이 Ti/Al막으로 형성되며 소스 및 드레인전극들과 드레인버
스선이 Cr막으로 형성되는 경우의 예를 설명하였다. 그러나, 본 발명은 전술의 것들에 한정되지 않으며, 게이트전극
및 게이트버스선은 Ti/Al/Ti막과 같은 3층막, 또는 Cr막과 같은 단층막으로 형성되어도 좋고, 소스 및 드레인전극들
과 드레인버스선은 Ti/Al/Ti막과 같은 3층막으로 형성되어도 좋다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명의 제조방법에 따르면, 본 발명의 제1 및 제2컬러액정표시장치 둘 다는 8개의 PR공정들
로 제조될 수 있고, 그로 인해 PR공정들의 수를 줄일 수 있어 비용절감을 달성한다. 게다가, 인쇄 도는 잉크젯법이
컬러필터들 및 흑매트릭스의 형성단계에 사용되는 경우, PR공정들이 세 개 또는 네 개 더 생략될 수 있어, 추가적인
비용절감을 달성하는 것이 가능하다.

또한, 본 발명의 컬러액정표시장치들에 따르면, 오옴층, 소스 및 드레인전극들, 그리고 흑매트릭스가 동일한 평면형
상으로 되어 있거나, 또는 오옴층과 소스 및 드레인전극들이 동일한 평면형상으로 되어 있기 때문에, 오옴층, 소스
및 드레인전극들 및 흑매트릭스를 형성하는 단계들은 단일 PR공정으로 완성될 수 있고, 그로 인해 제조단계에서
PR공정들의 수를 줄일 수 있다. 그래서, 본 발명의 제조방법들에 따르면, 본 발명의 컬러액정표시장치들을 8개의
PR공정들로 제조하는 것이 가능하고, PR공정들의 수를 절감시킴으로써 비용절감이 달성된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

컬러능동매트릭스기판이 투명절연기판과 상기 투명절연기판 위에 마련된 박막트랜지스터, 컬러필터, 흑매트릭스
및 화소전극을 가지며, 상기 박막트랜지스터는 게이트전극, 게이트절연막, 반도체층, 오옴층, 및 한 쌍의 소스 및 드
레인전극들이 순차적으로 막형성된 역스태거형 구조를 가지고, 상기 오옴층, 소스 및 드레인전극들 및 흑매트릭스
는 막형방향에서 보여졌을 때 상기 반도체층에 형성된 채널영역 위쪽에서 동일한 형상으로 된, 컬러능동매트릭스기
판을 포함하는 컬러액정표시장치.

청구항 2.
삭제

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 드레인전극에 연결되고 상기 반도체층, 오옴층, 및 소스 및 드레인전극들을 각각 형성하는 금
속막들과 동일한 금속막들의 적층구조를 갖는 드레인버스선을 포함하는 컬러액정표시장치.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 흑매트릭스는 상기 컬러필터의 주변부의 적어도 일부를 덮는 식으로 형성된 컬러액정표시장
치.

청구항 5.

제1전도막을 투명절연기판의 전체 표면에 형성하고 상기 제1전도막을 패터닝하여 게이트전극 및 게이트버스선을
형성하는 단계;

게이트절연막, 반도체층, 오옴층 및 제2전도막을 상기 전체 표면에 막형성하고 반도체층, 오옴층 및 제2전도막을 동
일한 포토레지스트를 사용하여 패터닝하여, 박막트랜지스터의 아일랜드와 드레인버스선을 형성하는 단계;

상기 투명절연기판 위의 소정의 영역에 컬러필터를 형성하는 단계;

상기 전체 표면에 차광막을 형성하고 상기 차광막을 패터닝하여 채널영역 이외의 상기 아일랜드를 덮으며 적어도
상기 컬러필터 이외의 영역을 덮는 흑매트릭스를 형성하는 단계;

상기 흑매트릭스를 마스크로서 사용하여 상기 채널영역에 해당하는 영역의 오옴층 및 상기 제2전도막을 제거하여
상기 아일랜드에 드레인전극 및 소스전극을 형성하는 단계;

상기 소스전극을 노출시키도록 상기 전체 표면에 평탄화막을 형성하고 접촉홀을 만드는 단계; 및
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상기 전체 표면에 투명전도막을 형성하고 상기 투명전도막을 패터닝하여, 적어도 상기 컬러필터에 겹치는 영역을
포함하게 하는 식으로, 상기 소스전극에 전기 접속된 화소전극을 형성하는 단계를 포함하는 컬러액정표시장치 제조
방법.

청구항 6.

제1전도막을 투명절연기판의 전체 표면에 형성하고 제1전도막을 패터닝하여 게이트전극 및 게이트버스선을 형성
하는 단계;

상기 전체 표면에 게이트절연막, 반도체층, 오옴층 및 제2전도막을 막형성하는 단계;

상기 제2전도막, 오옴층, 및 반도체층을 단차 형태의 포토레지스트를 사용하여 소정의 패턴으로 만들어, 박막트랜
지스터의 아일랜드와 드레인버스선을 형성하는 단계;

상기 포토레지스트의 박막부를 애싱에 의해 제거하는 단계;

상기 포토레지스트의 남아있는 부분을 사용하여 채널영역에 해당하는 영역의 상기 제2전도막 및 오옴층을 제거함
으로써 드레인전극 및 소스전극을 형성하는 단계;

상기 투명절연기판 위의 소정의 영역에 컬러필터를 형성하는 단계;

상기 전체 표면에 차광막을 형성하고 상기 차광막을 패터닝하여, 상기 아일랜드를 덮고 적어도 상기 컬러필터 이외
의 영역을 덮는 흑매트릭스를 형성하는 단계;

상기 전체 표면에 평탄화막을 형성하고 접촉홀을 만들어 상기 소스전극을 노출시키는 단계; 및

상기 전체 표면에 투명전도막을 형성하고 상기 투명전도막을 패터닝하여, 적어도 상기 컬러필터에 겹치는 영역을
포함하게 하는 식으로, 상기 소스전극에 전기 접속된 화소전극을 형성하는 단계를 포함하는 컬러액정표시장치 제조
방법.

청구항 7.

투명절연기판의 전체 표면에 제1전도막을 형성하고 상기 제1전도막을 패터닝하여 게이트전극 및 게이트버스선을
형성하는 단계;

상기 전체 표면에 게이트절연막, 반도체층, 오옴층 및 제2전도층을 막형성하는 단계;

박막부 및 후막부로 이루어진 단차 형태의 포토레지스트를 상기 투명절연기판 위에 형성하는 단계;

상기 포토레지스트를 마스크로서 사용하여 상기 제2전도막을 소정의 패턴으로 만듦으로써, 박막트랜지스터의 드레
인전극 및 소스전극과, 드레인버스선을 형성하는 단계;

상기 포토레지스트의 상기 박막부를 애싱에 의해 제거하는 단계;

상기 포토레지스트의 상기 후막부를 상기 드레인전극, 소스전극, 및 상기 드레인전극 및 소스전극 사이의 영역을 보
호하는 형상이 되게 리플로우시키는 단계;

상기 포토레지스트를 리플로우를 받은 마스크로서 사용하여 상기 오옴층 및 상기 반도체층을 제거함으로써, 박막트
랜지스터의 아일랜드를 형성하는 단계;

상기 포토레지스트를 제거하는 단계;

상기 드레인전극 및 상기 소스전극을 마스크로서 사용하여 상기 드레인전극 및 상기 소스전극 사이의 영역에 있는
상기 오옴층을 제거함으로써 채널영역을 형성하는 단계;

상기 투명절연기판 위의 소정의 영역에 컬러필터를 형성하는 단계;

차광막을 상기 투명절연기판 위에 형성하여 상기 아일랜드 및 적어도 상기 컬러필터 이외의 영역을 덮는 흑매트릭
스를 형성하는 단계;

상기 투명절연기판 위의 전체 표면에 평탄화막을 형성하고 접촉홀을 만들어 상기 소스전극을 노출시키는 단계; 및

투명전도막을 형성하여, 적어도 상기 컬러필터에 겹치는 영역을 포함하게 하는 식으로, 상기 소스전극에 전기 접속
된 화소전극을 형성하는 단계를 포함하는 컬러액정표시장치 제조방법.
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청구항 8.

제6항 또는 제7항에 있어서, 상기 드레인전극 및 상기 소스전극이 형성된 후에 상기 전체 표면에 투명보호절연막을
형성하여, 상기 컬러필터 및 흑매트릭스가 상기 보호절연막 위에 형성되게 하는 단계를 포함하는 컬러액정표시장치
제조방법.

청구항 9.

제5항에 있어서, 상기 컬러필터는 상기 투명절연기판 위에 투명컬러수지를 코팅한 다음 소정의 패턴으로 노광 및
현상하여 형성되고, 상기 흑매트릭스는 상기 투명절연기판 위에 흑색수지를 코팅한 다음 소정의 패턴으로 노광 및
현상하여 형성되는 컬러액정표시장치 제조방법.

청구항 10.

제5항에 있어서, 상기 컬러필터는 상기 투명절연기판 위에 소정의 패턴으로 투명컬러수지를 인쇄함으로써 형성되
고, 상기 흑매트릭스는 상기 투명절연기판 위에 흑색수지를 코팅한 다음 소정의 패턴으로 노광 및 현상하거나 상기
흑색수지를 상기 투명절연기판 위에 소정의 패턴으로 인쇄하여 형성되는 컬러액정표시장치 제조방법.

청구항 11.

제5항에 있어서, 상기 흑매트릭스가 상기 투명절연기판 위에 흑색수지를 코팅한 다음 소정의 패턴으로 노광 및 현
상하거나 상기 흑색수지를 상기 투명절연기판 위에 소정의 패턴으로 인쇄하여 형성된 후, 상기 컬러필터는 잉크젯
법에 의해 형성되는 컬러액정표시장치 제조방법.

청구항 12.

제5항에 있어서, 접촉홀을 만드는 상기 단계는,

상기 게이트버스선의 끝부분을 노출시키는 게이트단자부접촉홀과 상기 드레인버스선의 끝부분을 노출시키는 드레
인단자부접촉홀을 상기 접촉홀과 동시에 형성하는 단계; 및

상기 게이트단자부접촉홀 및 드레인단자부접촉홀의 각각의 안쪽 부분에 상기 투명전도막을 각각 형성하여, 상기 게
이트버스선에 전기 접속된 게이트단자 및 상기 드레인버스선에 전기 접속된 드레인단자를 형성하는 단계를 포함하
는 컬러액정표시장치 제조방법.

청구항 13.

제5항에 있어서, 상기 차광막은 상기 컬러필터의 주변부의 적어도 일부를 덮도록 하는 식으로 패터닝되는 컬러액정
표시장치 제조방법.
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

在制造彩色液晶显示装置的方法中，在透明绝缘基板上形成第一导电膜，并形成栅电极和栅极总线（1PR工艺）。栅极绝缘层，半
导体层以及欧姆层和第二导电膜经历膜形成，并且形成薄膜晶体管的岛和漏总线（2PR工艺）。此后，在透明绝缘基板上方的每个
预定区域中形成每个三元组彩色滤色器（第三到第五工艺）。形成黑色矩阵。通过使用黑矩阵作为掩模，去除与沟道区域对应的区
域的第二导电膜和欧姆层。以这种方式，在岛中形成漏电极和源电极（6PR工艺）。此后，形成平坦化膜和像素电极（第七和8PR
工艺）。光刻（PR）处理，PR处理频率降低，以及反向交错型结构。
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